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CIGS박막 태양전지를 위한 CdS버퍼층의 특성 연구
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Abstract

Chemicalbathdeposition(CBD)processconditionsfordepositingCdS bufferlayerswasstudiedforhigh

efficienciesofCIGSthinfilm solarcells.GrowthrateofCdSthinfilmshasaneffectonsurfacemorphology

andqualityofthinfilms.Bythechangeofgrowthrate,CdSbufferlayersshowedalargedifferenceinsurface

morphologyandthisdifferencewascloselyrelatedwiththephotovoltaicpropertiesofCIGSsolarcells.
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1.서 론

Cadmium sulfide(CdS)는 II-VI족 화합물

반도체로서,상온에서 bandgap이 2.4eV인

직접천이형 n-type반도체이며 낮은 비저항

및 가시광 영역에서의 높은 광투과율 때문에

CdS/CIGS이중접합 박막 태양전지의 버퍼

층으로 사용되고 있다.

본 논문에서는 CdS 버퍼층을 Chemical

BathDeposition(CBD)법을 이용하여 성장

시키는 경우,박막의 성장속도에 따른 표면

구조 변화 및 CIGS박막 태양전지 성능과의

상관관계에 대하여 연구를 수행하였다.

2.실 험

CdS버퍼층은 용액증착법의 하나인 CBD

방법을 이용하여 성장시켰다.Cadmium의 Cd
2+

이온의 공급원으로 cadmiumsulfide(CdSO4),

sulfur의S
2-
이온의공급원으로thiourea(NH2N2S)

를사용하였으며,complexingagent및 pH조절

제로 ammonia(NH3)를 사용하였다.Soda-lime

galss(SLG)를 초순수,아세톤,메탄올에 세

척한 뒤,N2가스를 이용하여 건조하여 기판

으로 사용하였다.CdS 박막의 성장속도에

따른 표면 균일도 변화 및 태양전지 성능 변

화를 확인하기 위하여,CBD공정에 사용하
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는 용액의 [CdSO4]:[NH2N2S]비를 1:1~1:10

으로 변화하면서 실험을 수행하였다.화학반

응 시 waterbath내의 온도는 50℃,pH는

10.5의 조건에서 CdS박막을 성장시켰다.

CdS버퍼층이 CIGS박막 태양전지의 전기

적 특성에 미치는 영향을 확인하기 위해서,

Mo/CIGS/CdS/ZnO/AZO/Al의 구조를 갖는

CIGS단위셀을 제작하고 전류-전압 특성을

측정하였다.

3.결과 및 논의

주사전자 현미경 (SEM)을 이용하여 CBD

방법으로 성장된 CdS박막의 표면을 관찰한

결과를 그림 1에 나타내었다.NH2N2S의 몰

농도가 증가할수록 CdS박막의 표면이 균일

하지 않음을 확인할 수 있는데,이는 CdS가

형성되는 화학반응 속도가 증가함에 따라 박

막이 균일하게 성장되기 어렵기 때문으로 설

명할 수 있다.

그림 1.[CdSO4]:[NH2N2S]변화에 따른 CdS박막의

표면 이미지 (SEM)

CBD방법으로 성장시킨 CdS버퍼층의 표

면 균일도가 CIGS박막 태양전지의 성능에

미치는 영향을 평가하기 위하여 0.23cm2면

적의 단위셀을 제작한 후 전기적 특성을 측

정하였다 (그림 2).NH2N2S의 몰 농도가 증

가할수록 박막 태양전지의 에너지 변환 효율

이 감소하였다.이러한 결과로부터 CdS버

퍼층의 표면 균일도와 박막 태양전지의 성능

은 밀접한 관계가 있음을 확인할 수 있다.

[CdSO4]:[NH2N2S]=1:1인 경우,개방전압

(VOC) 0.58 V,단락전류밀도 (ISC) 27.62

mA/cm2,충실도 (F.F)64.45%,에너지 변환

효율 10.39%의 가장 좋은 태양전지 성능을

나타내었다.

그림 2.[CdSO4]:[NH2N2S]변화에 따른 CIGS박막

태양전지의 전류(I)-전압(V)그래프

4.결 론

본 연구에서는 CdS박막의 성장속도 차이

에 따라 CdS표면의 균일도가 달라짐을 확

인하였다.또한,CdS 버퍼층의 균일도가

CIGS박막 태양전지의 성능과 밀접한 연관

이 있음을 알 수 있었다.
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